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4.　結　　言
SEDIのGaAs PHEMTテクノロジを適用し、安定化設計を

組み込んだE帯1Wクラス増幅器MMIC（71-76GHz、81-86 
GHz）を開発した。試作した増幅器MMICは、71GHzに
おいて、P1dBが28dBm、飽和出力30dBmを達成した。
今後もSEDIと協力しミリ波帯製品の拡充を継続していく。

用 語 集 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※1	 PHEMT
Pseudomorphic High Electron Mobility Transistor：
シュードモルフィック高電子移動度トランジスタ。半導体
ヘテロ接合界面に誘起された2次元電子ガスをチャネルと
した電界効果トランジスタであり、高周波特性と雑音特性
に優れている。

※2	 MMIC
Monolithic Microwave Integrated Circuit：モノリシッ
クマイクロ波集積回路。単一の半導体基板上にマイクロ波
回路を集積したもの。

※3	 P1dB
1dB利得圧縮点。利得直線な理想特性に対し1dB利得が
低下した点の出力レベルを示す。P1dBの値が大きいほど
直線性の良い増幅器といえる。
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（a） 71-76GHz 増幅器 MMIC

（b） 81-86GHz 増幅器 MMIC
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図9　増幅器MMICのP1dB, Psat周波数特性


